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3C-SiCは Si直上に成膜可能であるため、ヘテロエピタキシャルダイヤモンドの基板として期

待されている[1]。そこで本研究では、3C-SiC/Si上のダイヤモンド膜の結晶分布の抑制を目的とし、

高密度プラズマを形成可能な独自の先端放電型MPCVD[2]を用いて、3C-SiC/Si上にダイヤモンド

の成長およびその結晶欠陥評価を行った。高密度のプラズマを用いることによって、核形成時の

ダイヤモンドの配向性を向上させることが期待できる。 

3C-SiC(001)膜を低圧 CVDによって 110方向に 3°オフした Si(001)上に堆積したものを基板と

して用いた[3]。先端放電型MPCVD(マイクロ波パワー密度~1000 W/cm3)を用いてダイヤモンドの

核形成後、7時間の成長を行い、厚さ約 40 mのダイヤ膜を合成した。ダイヤモンド膜表面の貫

通転位密度は、成長したダイヤモンド膜を水素・酸素混合プラズマ中でエッチングすることで形

成されるエッチピットから、評価した。 

図 1に XRDによって測定した、成長後のダイヤモンド膜の 004

及び 111 rocking curveを示す。それぞれ 0.74°、1.2°であった。特

に、111 rocking curveに関しては、これまで報告されている 1.5°よ

りも小さく最小値となっており[1]、高密度プラズマで核形成を行う

ことによって、核形成時の配向性の向上が確認できた。図 2にエッ

チピット形成後のダイヤモンド膜の AFM像を示す。Si基板のオフ

角を反映したステップテラス構造および、エッチピットが観察され

た。エッチピット密度から、転位密度は 2-3×109 cm-2と多く観察さ

れた。この影響を抑制するには厚膜化が重要であり、1 mm以上に

なると、HPHTダイヤモンド膜程度の転位密度の実

現が期待できる[4]。 
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Fig. 1 004 and 111 

rocking curve of 

heteroepitaxial diamond 

film. 

Fig. 2 AFM images of heteroepitaxial diamond 

surface after H2 / O2
 plasma treatment. 
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